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Félvezetéfizikai alapok osszefoglalasa. A savmodell részletes targyalasa szilicium és I11-V
félvezetk esetére. Nem parabolikus savok. Savstruktara igen erds adalékolas esetén. Transzport
jelenségek (toltés €s energiatranszport). A Boltzmann egyenlet. Szorddasi jelenségek. Transzport
problémak vizsgalata Monte Carlo modszerekkel.

Kvantummechanikai hatasok félvezetokben. A kétdimenzios elektrongaz, alsavok
kialakulasa, alsdv energidk meghatarozasanak modszerei. Szorodasi és transzportjelenségek a
kétdimenzids elektrongazban. Az alaguteffektus. Ballisztikus transzport. Szuperracsok tulajdonsagai.

Homo-, hetero- és fém-félvezeté6 atmenetek. Igen erdsen adalékolt homoatmenetek
tulajdonsagai. Heteroatmenetek tipusai, potencial és energiaviszonyok szamitiasa. A fém-félvezetd
atmenetek elmélete. A potencialkiiszob nagysagat befolyasolo tényezok. A szilicid-félvezetd dtmenet.

Bipoliris tranzisztorok. A bipolaris tranzisztor elmélete. Kiilonleges bipoldris tranzisztorok,
poliszilicium-emitteres, SiGe bazisu valamint vegyiiletfélvezetds heterodtmenetes tranzisztorok, bulk-
barrier tranzisztor. Kiilonleges strukturaji ersitdé és kapcsold eszkozok. A bipolaris tranzisztor
modellezési kérdései.

Szubmikronos MOS tranzisztorok. A MOS tranzisztor elmélete. Az aranyos
méretcsokkentés. Rovid és keskenycsatornas effektusok. Parazita bipolaris miikodés, kiiszob alatti
szivargas. Homérséklet fiiggés. A modellezés kérdései. Drain és csatorna konstrukciok. Igen vékony
gateoxidos eszkdzok, Uj gate-szigeteld anyagok. A CMOS éaramkordk latch-up probléméja. MOSFET
szigeteld alapon. A klasszikus félvezetd fizika korlatai igen kis méretek esetén.

Kvantum-effektus eszkozok. A rezonans, kétgatas tunneldidoda és tranzisztor. Szuperracs-
bazisu tranzisztor.

Tirisztorok és egyéb teljesitményelektronikai eszkozok. A teljesitményelektronikai
eszkozok néhany altalanos problémaja (pl. igen nagy aramu kontaktusok, hétranszport stb.).
Nagyteljesitményt diodak és tranzisztorok. A fesziiltség és aramnovelés korlatai, konstrukcios elvek.
Tirisztorok felépitése és miikdodése. GTO (kikapcsolhato) tirisztorok. Optikailag vezérelt tirisztor,
GaAs tirisztor.

MESFET-ek és egyéb mikrohullimu eszkozok. A MESFET és a HEMT felépitése,
mitkodési elve, jellemz6i és konstrukcidja. A mikrohullamt bipolaris tranzisztor. Mikrohullamt
integralt aramkorok. Gunn és IMPATT eszk6zok. Schottky didda, PIN didda.

Optoelektronikai félvezeté eszkozok. A 1ézer elve. Jellegzetes konstrukciés megoldasok
(GaAs/GaAlAs rendszer, InP/InGaAsP rendszer, GaSb Iézerek). Detektorok, fotodidda,
lavinafotodioda, PIN didda, fototranzisztor. Az optikai hirkdz16 lanc illesztési kérdései. Erzékenység,
7aj.

Félvezeté szenzorok. Erd, nyomas, hémérséklet, gyorsulas stb. érzékelok. Kémiai és
gazérzékelok. A mikrohullamu technika alkalmazasa méréstechnikai célokra.
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